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NOTA: RESPONDER EN LOS HUECOS DEJADOS PARA TAL FIN. NO SE CORREGIRA NADA ESCRITO FUERA. EN LA
CORRECCION SE TENDRA EN CUENTA TANTO EL DESARROLLO COMO EL RESULTADO.

Problema 1 (20 puntos)
En el circuito de la figura 1.1 se utiliza un componente X del que conocemos su caracteristica -V
(figura 1.2). Otros datos: E > 0, R;=2 kQ y Ry=0,5 kQ.
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a) Para que el componente X trabaje en la zona Il de su caracteristica I-V, indicar sobre ¢l circuito como se

deberian conectar los terminales 1 y 2. Justificar la respuesta. (4p)
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b) Hallar los valores que puede tener E para que el componente X trabaje en la zona III de su caracteristica
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¢) Los dos resistores fijos, Ry y R,, pertenecen a un modelo con P,,,=2W y V_.=100V. Hallar los valores
que puede tener E para que ningiin componente se deteriore. 8p)
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Problema 2 (15 puntos)
Se poseen dos tipos de pastillas semiconductoras distintas, pero de las mismas dimensiones:
X; = Germanio (Ge) sin dopar.
X, = Silicio (Si) dopado con una concentracién de Boro, impureza aceptora, igual a 2-10"cm’.
Nota: los dos semiconductores estan a la misma temperatura, 300 K.
Datos:

Dimensiones de las pastillas semiconductoras |S=2cm?

L=3cm
o=cqu(em’)
Mo = 3ty
Ley del producto: n-p=n/

I L

R - E
: » o
300 T (°K) Boro: trivalente, Fosforo: pentavalente.

g=161019(C)
1y = 250 (cm’/V's)
a) Indicar de qué tipo es cada semiconductor, si es intrinseco o extrinseco y si es tipo p 6 tipo n. Sp)

X{ (_Ge) IMTRE&)SE‘CO (OJQ, WO M‘{‘c\( J@W)
w. (Se) extrivseco , Hpr P ( por asber doprda con impusss
T aaaphons )

figura 2.1

b) Calcular la concentracién de portadores mayoritarios y de minoritarios en cada semiconductor. (5p)
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¢) Indicar, justificadamente, que semiconductor tiene la mayor conductividad (o) y calcular la corriente que
habria en el circuito de la figura 2.2 si el semiconductor fuera el de mayor conductividad. (5p)
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figura 2.2
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Problema 3 (20 puntos)
De los componentes del circuito de la figura 3.1 se conoce:
I
Tension de entrada puede variar, 34V < V. <160V
Diodo Zener: V=10V, 1,,;,=0,5mA, Pz,,.,=0,25W -
Condensador: C=100uF
Resistor Variable: Rv,= 50k£2, ley de variacién lineal. 8<a <1 i i
‘ figura 3.%
a) Valores de o que hacen que el diodo zener no se destruya, si se supone el condensador C ideal. (5p)
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b) Cual seria el valor minimo de la tensién nominal del condensador Vc, si el diodo siempre estuviera en la

zZona zener. (5p)
\/C:'-V% W ‘\/C\A: \/&z/ﬁ)\/i

¢) Para este apartado considerar el condensador C real, con tensién nominal Ve,=10V, y corriente de fugas
I;=100pA. Calcular los valores de o que hacen que el diodo esté siempre en la zona zener. (10p)
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Problema 4 (20 puntos)

El circuito mostrado en la figura 4.1 consta de un diodo zener y de un transistor bipolar NPN. Conocemos los

datos siguientes:

IV«::
< R VZ:6V VBEY"—'O,6V

5L/ 3o\ Dz < Iz =5mA T < p=49
W&/ [—_——‘. ‘ PZmax =250 mW VCEsat = 0,2 \Y%

T / Re = 0,1 kQ
Vi )z / R =2 kQ
d VCC - 12 V

figura 4.1

Responder las siguientes cuestiones:

a) Hallar el punto de polarizacion del diodo y del transistor y calcular las potencias disipadas por los
mismos. (Dato para este apartado: R; = 0,2 kQ)) (10p)
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b) Considerando la corriente por la base del transistor despreciable frente a la corriente por el zener
(Iz<<ly), calcular los valores que podria tomar R; para que Dz trabaje correctamente en zona zener.(10p)
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Problema 5 (25 puntos)

Dado el circuito de la figura 5.1, se pide:

e Datos:
B ‘> \/th ) V=15V

R;=2kQ
R,=1k2
Transistor T;:
K,=4mA/V*
V=4V
\ ; Transistor T5:
Ipss=27mA
Vp:-3v

( NMS
cmvus.um

a) Demostrar que el transistor Ty, si estd en conduccion, nunca puede funcionar en zona dhmica. (5p)
7
?&m cgg)\L '{7 kaf e Ohwee. \/{)51 < \/6:54 - \/T
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b) Valores de Vg que hacen que el transistor T, esté cortado. En estas condiciones, entre qué valores
podemos asegurar que esta comprendida la tension drenador surtidor del transistor T, (Vps,) para que el

transistor T, también cumpla la condicién de corte. (10p)
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g T, o cgte = T, ew conte  1y=g t, dilse C‘”W’L“\‘h:
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Ngd =Vos, = Vps, = To-Rel  Tp=4
\/351 Vdeh - Vbs, & < Vr
Vs, 3 Vdd -V = A5-d =MV
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¢) Valores de Rd que hacen que los dos transistores funcionen en saturacién, sabiendo que la tensién de la
pila Vg €5, V=3V, (10p)
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Ry ¢ Vdd ~Vos Vs, +Vp i 5533 ~(4) -3

= €05, T3(L
13 AZ w

IDA : AID Ip A -Ip A
Dss ZI,D,S.S
Vesi
Ly | »
Ve Vs VGS Ve VDS
Vpsu=Vosi-Ve Vbsar=Vesi-Vp
Curva I-V de JFET canal N Curva I-V de JFET canal P
Ip TD Al TD
# PRT : ........... :
Vo Ves1 Vg Vr Ves Vpsa™-Vr Vos
Curva I-V de NMOS de acumulacién Curva I-V de NMOS de deplexién
-Ip Al
: y : , O R
Vst Vi Vs Via=Vesi-Vr Vr Vs Vo=V -\st
Curva I-V de PMOS de acumulacién Curva I-V de PMOS de deplexion
Ecuaciones transistores MOSFET Ecuaciones transistores JFET
Ecuacion de Corte: Ip=0 , Ecuacion de Corte: Ip=0
Ecuacién de Saturacion: Ip = k (Vgs-V7) Ecuacion de Saturacion: Ip=k (VGS"VP)Z
Ecuacion de Ohmica: Rps=1/( k (Ves-V71)) Ecuacién de Ohmicza: Rps=1/( k (Ves-Ve))
Nota: k=loss/Vp
Nota: Vpsa=Ves-V;
DSat GS*VT VDSat=VGS'VP
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